4. Prfechody grafen-polovodi€ pro elektroniku a optoelektroniku

Polovodic¢ové prechody s grafenem maiji aplikacni potencial v elektronickych a optoelektronickych
soucastkach, jako jsou solarni ¢lanky, senzory plynt a fotodetektory. Pro naplnéni aplikacniho
potencialu pfechodu grafen-polovodi¢ je kliCové pochopit mechanismy transportu elektrického
naboje. Pro vysvétleni téchto mechanismu ¢lenové tymu Pfiprava a charakterizace nanomateriall
vyvinuli in-situ méfici techniku v rastrovacim elektronovém mikroskopu, ktera umoznuje vylougit vliv
defektl v grafenu na elektrické charakteristiky pfechodd s polovodici.
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Obr. 2 Optické teplotni senzory pro méreni kryogennich teplot (a) Obrazek z elektronového
mikroskopu ukazujici kruhovou oblast prfechodu grafen-polovodi¢ vymezenou pomoci fokusovaného
iontového svazku v kontaktu s hrotem nanomanipulatoru pro in-situ elektricka méreni. (b) Ukazka

usmérriujici charakteristiky proud-napéti pro rtizné velikosti kruhovych oblasti grafenu vymezenych
iontovym svazkem na polovodi¢ovém substratu ZnO.
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